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１．概要（Summary） 

次世代パワーデバイスとして有望な GaN HEMT の課

題の一つにノーマリオフ動作がある。p-GaN ゲート構造

のHEMTは、プロセス工程でプラズマ CVD-SiN膜を用

いると、p-GaN 層中に水素が拡散して不活性し、ノーマリ

オフ動作しないことが懸念される[1]。そこで、東北大学マ

イクロシステム融合研究センターの施設を利用して

LPCVD-SiN 膜を堆積し、p-GaN ゲート構造の HEMT

を試作して ID-VGS特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

LPCVD (SiN)  

【実験方法】 

p 型 Si 基板上に、バッファ層、GaN 層、AlGaN 層

(15nm)、p-GaN 層(50nm)を順次堆積したエピウエハを

用いて、p-GaN 選択エッチング、B+イオン注入による素

子分離、LPCVD-SiN 膜堆積（750℃、50nm）、ソース・

ドレイン電極形成、ゲート電極形成の順でプロセス流動し、

p-GaNゲート AlGaN/GaN HEMTを作製して DC特性

を評価した。LPCVD-SiN 膜堆積以外の工程は社内で

実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した HEMT の TEG（Lg = 2 µm, Lgd=15 µm, 

Wg = 100 µm）の概略図を Fig. 1に示す。この HEMT

の ID-VGS特性を評価したところ、所望のノーマリオフ動作

が得られた(Fig.2)。また、ID のオン/オフ比は 108 以上と

良好であったため、実際に大電流動作 HEMT 作製に向

けた適用が期待できる。 
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Fig. 1 Schematics of fabricated p-GaN gate HEMT. 
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Fig. 2 ID-VGS Characteristics of p-GaN gate HEMT 

with LPCVD-SiN passivation. 
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